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GaN基紫外探测器的材料与器件
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报告摘要：氮化镓（GaN）基紫外探测器在导弹预
警、紫外通信、火灾监测等领域有重要的应用价值。
我们以研制出高性能的GaN基紫外探测器为目的，在
GaN材料和器件方面都做了研究工作。在材料方面，
深入研究了缓冲层原理，采用MOCVD生长出高质量的
GaN材料，室温下电子迁移率超过1000 cm2/Vs，这是
目前国际上报道的最好结果之一；研究了Al原子寄生
反应机制，找到了控制寄生反应的方法，生长出高质
量的AlGaN、AlN材料；发现GaN材料中的“黄光缺陷”与
刃位错紧密相关，并初步建立了GaN的光学、电学、
结构性质的关系。在器件方面，发明了几种紫外探测
器新结构，设计出能够监测紫外波长的新型器件，并
提出了利用紫外探测器的响应光谱来测量p-GaN浓度
的新方法；研究了器件工艺技术，相继制备出高性能
的GaN基紫外探测器单元器件、面阵和雪崩探测器，
并揭示了点缺陷对器件的影响机理。我们的研究工作
为下一步GaN基紫外探测器的应用奠定了基础。
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